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共鳴トンネルダイオード（Resonant Tunneling Diode, RTD）は小型、低消費電力、室温発振が可

能である等の優れた特徴を持つ半導体連続テラヘルツ波光源であり、イメージング[1]や分光分析

[2]などへの応用が実証されている。今後 RTDをより機能的なデバイスにするためには、強度情報

にとどまらず位相情報を積極的に利用する事が重要である。しかし、筆者らの知る限りこれまで

RTDテラヘルツ発振器の位相を詳細に調べた研究は行われていない。そこで我々は、ファブリー

ペロー干渉計を用いて RTDの発振位相を調べた。 

	 我々は２枚の高抵抗シリコンウェハー（厚み 0.5 mm）をキャビティミラーとして用い、ファブ

リーペロー干渉計を構築した。透過テラヘルツ波強度の検出にはショットキーバリアダイオード

を用いた。干渉計からの反射光が RTDへ帰還するのを避けるため、干渉計を入射テラヘルツ波に

対して微小な角度傾けて測定を行なった。図１は干渉縞のバイアス電圧依存性である。この電圧

範囲ではピーク間隔から決まる発振周波数は 0.317 ± 0.05 THzで一定であった。しかし、青線（540 

mV）から緑線（580 mV）まで電圧上昇とともに可視度が低下し、透過光強度のピーク位置が短

キャビティ長側にシフトしている。これらは RTDの発振位相に不安定性が存在している事を示唆

しており、これらの課題を克服することが RTDの発振位相制御へつながると期待できる。 

 

図１	 ファブリーペロー干

渉縞のバイアス電圧依存性。

縦軸は各電圧での最大値で

規格化している。３本の平

行な黒色破線は干渉パター

ンがバイアス電圧に依存し

て横軸方向にシフトしてい

ることを示している。 
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